Измерения диодов с S-образной характеристикой виртуальным прибором PXI
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Полупроводниковые приборы с S-образной вольт-амперной характеристикой (ВАХ) обладают уникальными свойствами, что позволяет использовать их при создании различных устройств [1]. Ввиду необычных оптических свойств S-диоды нашли применение в качестве фотоприемников для видимой и инфракрасной областей спектра. Эти свойства диодов связаны с тем, что свет может изменять концентрацию и распределение носителей зарядов в базовой области диода. Используя зависимость частоты генерации от температуры S-диодов, можно создавать датчики температуры на их основе. Помимо датчиков S-диоды используются и в других устройствах, таких как генератор гармонических колебаний, релаксационный генератор, переключатель и др.
Для понимания работы прибора на основе S-диода необходимо знать параметры ВАХ этого диода, для чего был проведен ряд измерений, в том числе малосигнальных параметров кремниевого p-n-диода, легированного глубокой примесью золота. Измерения ВАХ проводились на специально созданном виртуальном инструментальном оборудовании на базе модульной платформы PXI (PCI eXtension for Insrumentation), предназначенной для создания многофункциональных измерительных систем. Для проведения измерений использовался модуль PXI-4072, представляющий собой цифровой мультиметр и модуль PXI-4110 – программируемый источник питания. К источнику постоянного тока подключался диод, параллельно к нему подключалась емкость, последовательно им подключалось сопротивление нагрузки. Напряжение на диоде снималось с помощью мультиметра, работающего в режиме вольтметра.
В ходе измерений были получены вольт-амперные характеристики при использовании сопротивления нагрузки и емкости различных номиналов. Пример результата измерений представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Вольт-амперная характеристика кремниевого p-n-диода.
Обнаруженный участок отрицательного дифференциального сопротивления связан с медленной перезарядкой глубокой примеси золота и может быть основой для построения резонансных датчиков температуры.
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